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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposdb i urzgdzenie do mikrostrukturyzacji cieczy, w tym ptynéw
ustrojowych.

Urzadzenie wytwarzajgce elektromagnetyzm z regulowanymi pasmami czestotliwosci i sposéb
generowania elektromagnetyzmu znane sg z chinskiego opisu patentowego nr CN104274908, ktére
zapewniajg pulsujgce pole elektromagnetyczne dla efektu biologicznego i dla analizy spektralnej i me-
chaniki kwantowej, a efekt biologiczny pulsujgcego pola elektromagnetycznego uzyskuje sie za pomocg
obliczen iloSciowych i na podstawie teoretycznej. Urzgdzenie generujgce elektromagnetyzm skfada sie
gtébwnie z modutu generatora sygnatu biatego szumu, modutu filtracji, modutu regulacji wzmocnienia,
modutu wzmacniania mocy i modutu generowania pola magnetycznego, generuje pasma czestotliwosci
rezonansowej zawierajgce gtowne nukleony 'H, '3C, "N, 70, 2*Na i 3'"P w organizmach, wysyta pulsu-
jgce pole elektromagnetyczne o zmiennym zakresie czestotliwosci, w zaleznosci od potrzeb i ma
ogromne znaczenie dla przeprowadzania badan eksperymentéw na zwierzetach i badan eksperymen-
téw komoérkowych oraz zilustrowania mechanizmu dziatania biologicznego pulsujgcego pola elektroma-
gnetycznego podczas serwowania jako platforma.

Spos6bb i urzadzenie do przetwarzania materiatu znane z europejskiego zgtoszenia patentowego
nr EP1674153, stuzg do przeksztatcania entropi i w anty-entropie za pomoca biatego szumu elektroma-
gnetycznego, ktory symuluje hatas naturalny lub kosmiczny i emitowany jest z wiekszg intensywnoscig
niz naturalny prototyp. Aby uzyskac¢ symulacje naturalnego prototypu, emisja musi by¢ ztozona, podwéj-
nie spolaryzowana, przeciwna do ruchu wskazéwek zegara i zgodna z ruchem wskazéwek zegara,
ujemna i dodatnia. Realizacje tej metody uzyskuje sie za pomocg dwéch biatych generatorédw szuméw
elektromagnetycznych, w ktérych jeden generator zasila specjalng antene szerokopasmow3 przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara, a drugi zasila identyczng, lecz zgodng z ruchem wskazéwek antene sze-
rokopasmowg. Ta ztozona emisja tworzy podwojny wir, ktéry uzupetnia informacje i porzadkuje nieupo-
rzagdkowane struktury materii otaczajgcej urzgdzenie. Rezultatem jest eliminacja wszelkiej toksycznosci
z materii oraz poprawa biologicznego i biotycznego poziomu wszystkich organizméw biologicznych,
niepasozytniczych, roslinnych i zwierzecych, uwalniajgc je od wszelkiego rodzaju i postaci choroby.

Spos6b terapeutycznego oddziatywania na komorki i struktury komoérkowe znany z niemieckiego
zgtoszenia patentowego nr DE 102004026074, charakteryzuje sie tym, ze tkanka zawierajgca te ko-
morki i struktury komérkowe jest wystawiona na dziatanie stabego pola quasi-elektrostatycznego, kto-
rego czestotliwosci reprezentujg ,biaty szum” w zakresie czestotliwosci od 1 Hz do kilku 100 GHz, ktéry
jest emitowany przez biologicznie aktywng substancje lub zywy organizm (modulator biologiczny) i za-
wiera informacje na temat tej substancji lub organizmu. Modulator biologiczny ma bezpos$redni kontakt
z obiektem terapeutycznym.

Istota sposobu wedtug wynalazku polega na tym, ze obrabiang ciecz poddaje ekspozyciji na dzia-
fanie szerokopasmowego szumowego pola elektrycznego i/lub magnetycznego w strefie bliskiej gene-
rowanego przez szerokopasmowe zrédto szumoéw elektrycznego i/lub magnetycznego podtgczone,
o czestotliwo$ciach w zakresie od 100 Hz do 50 MHz w postaci gesto upakowanych prgzkéw o charak-
terze zblizonym do szumu.

Korzystnie, szerokopasmowe szumowe pole elektryczne i magnetyczne generuje sie w obszarze
niskotemperaturowej plazmy wytwarzanej w metalowej komorze plazmowej, przy czym promieniowanie
ultrafioletowe, widzialne i podczerwone traktuje sie wytgcznie jako uboczny skutek dziatania plazmy.

Korzystnie, w metalowej komorze plazmowej umieszcza sie obrabiang ciecz zamknietg w szczel-
nych dielektrycznych zbiornikach cieczy i poddaje ekspozycji na dziatanie szerokopasmowego szumo-
wego pola elektrycznego i magnetycznego.

Korzystnie, obrabiang ciecz zamyka sie w nietransparentnych, szczelnych dielektrycznych zbior-
nikach cieczy.

Korzystnie, szerokopasmowe szumowe pole elektryczne i magnetyczne generuje sie w obszarze
niskotemperaturowej plazmy wytwarzanej w co najmniej jednej lampie wytadowczej, ktérej Scianki
boczne wytwarza sie z materiatu dielektrycznego, przy czym promieniowanie ultrafioletowe, widzialne
i podczerwone traktuje sie wyfgcznie jako uboczny skutek dziatania plazmy.

Korzystnie, lampe wytadowczg umieszcza sie blisko obrabianej cieczy, ktérg poddaje sie ekspo-
zycji na dziatanie szerokopasmowego szumowego pola elektrycznego i magnetycznego.

Korzystnie, Scianki boczne lampy wytadowczej wytwarza sie z materiatu dielektrycznego.
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Korzystnie, Scianki boczne lampy wytadowczej wytwarza sie z nietransparentnego materiatu die-
lektrycznego.

Korzystnie, pomiedzy co najmniej jedng lampe wytadowczg i obrabiang cieczg umieszcza sie
ekran dielektryczny, korzystnie nietransparentny ekran dielektryczny.

Korzystnie, co najmniej jedng lampe wytadowczg umieszcza sie blisko obrabianego ptynu ustro-
jowego organizmu zywego i poddaje sie go ekspozycji na dziatanie szerokopasmowego szumowego
pola elektrycznego i magnetycznego.

Istota urzadzenia wedtug wynalazku polega na tym, ze do mikrostrukturyzacji cieczy, w tym pty-
néw ustrojowych, znamienne tym, ze ma szerokopasmowe zrédto szuméw elektrycznego i/lub magne-
tycznego podiaczone do zrédta pradu wyposazonego w modulator amplitudy i czestotliwosci sygnatu
zasilajgcego.

Korzystnie, szerokopasmowe zrédto szuméw elektrycznego i magnetycznego stanowi metalowa
komora plazmowa wyposazona w anode i katode oraz potgczona ze zrédtem gazu, w ktérej usytuowane
jest co najmniej jeden dielektryczny zbiornik z obrabiang cieczg, korzystnie butelka.

Korzystnie, dielektryczny zbiornik z obrabiang cieczg wykonany z materiatu nietransparentnego.

Korzystnie, szerokopasmowe zrédio szuméw elektrycznego i magnetycznego stanowi co naj-
mniej jedna lampa wytadowcza wyposazona w anode i katode, w poblizu ktérej usytuowana jest obra-
biana ciecz.

Korzystnie, pomiedzy lampg wytadowczg i obrabiang cieczg umieszczony jest ekran dielek-
tryczny, najkorzystniej nietransparentny.

Korzystnie, obrabiana ciecz usytuowana jest w co najmniej jednym dielektrycznym zbiorniku z ob-
rabiang cieczg, najkorzystniej w butelce.

Korzystnie, dielektryczny zbiornik z obrabiang cieczg wykonany jest z materiatu nietransparent-
nego.

Korzystnie, szerokopasmowe zrodto szumu elektrycznego stanowi szumowa lampa wzorcowa,
ktéra potgczona jest z zaciskiem poprzez wzmacniacz mocy, najkorzystniej pomiedzy szumowg lampe
WwZOorcowsg i wzmacniaczem mocy witgczone sg szeregowo kondensator i sumator, przy czym wyjscie
szerokopasmowego zrodta szumu elektrycznego potgczone jest z aplikatorem wybranym z grupy: apli-
kator elektrodowy, aplikator optyczny, aplikator magnetyczny i aplikator elektryczny.

Korzystnie, szumowg lampe wzorcowg stanowi szumowa dioda Zenera.

Korzystnie, aplikator optyczny stanowi co najmniej jedno skoheryzowane zrédto $wiatta, najko-
rzystniej matryca LED.

Korzystnie, aplikator elektrodowy stanowi ukfad co najmniej dwoch elektrod.

Korzystnie, aplikator elektryczny stanowi co najmniej jeden dipol elektryczny, korzystnie matryca
dipoli.

Korzystnie, aplikator elektryczny stanowi co najmniej jedna antena magnetyczna, korzystnie ma-
tryca anten magnetycznych.

Korzystnie, szerokopasmowe zrédto szumu magnetycznego stanowi szumowa lampa wzorcowa,
ktéra potaczona jest z zaciskiem poprzez wzmacniacz mocy najkorzystniej pomiedzy szumowg lampe
wZzOorcowsg i wzmacniaczem mocy witgczone sg szeregowo kondensator i sumator, przy czym wyjscie
szerokopasmowego zrodta szumu elektrycznego potgczone jest z aplikatorem magnetycznym, ktory
stanowi co najmniej jedna antena magnetyczna, korzystnie matryca anten magnetycznych.

Korzystnie, szumowg lampe wzorcowg stanowi szumowa dioda Zenera.

Sposdb mikrostrukturyzacii cieczy, w tym ptynéw ustrojowych wedtug wynalazku polegajgcy na
oddziatywaniu szerokopasmowego pola elektrycznego i magnetycznego w strefie bliskiej w zakresie
matych czestotliwosci, jak i czestotliwosci radiowych, nie powoduje generowania wolnych rodnikéw
w cieczach lub ptynach ustrojowych. W sposobie, przekazywanie energii pomiedzy szerokopasmowym
zrédiem szuméw elektrycznego i magnetycznego oraz cieczg i ptynem ustrojowym odbywa sie rezo-
nansowo. Szumowe pole optyczne generowane przez szerokopasmowe zrédto szumoéw charakteryzu-
jace sie wysokimi warto$ciami energii kwantéw w zakresie promieniowania UV, jest eliminowane po-
przez uzycie ekrandéw lub poprzez zastosowanie skoheryzowanych zrédet Swiatta LED emitujgcych
poza obszarem UV, ktére moze wywotywac jonizacje gazdéw. Udziat promieniowania UV w procesach
mikrostrukturyzaciji cieczy zostat catkowicie wyeliminowany. Oddziatywaniu szerokopasmowego pola
elektrycznego i magnetycznego w zakresie fal matych i wielkich czestotliwos$ci charakteryzuje sie ener-
gig kwantéw o wiele rzedéw nizsze od kwantéw Swietinych w catym zakresie od podczerwieni do ultra-
fioletu. Zakres czestotliwosci Swietinych jest zwykle kojarzony z lampami terapeutycznymi, solariami itp.
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Szerokopasmowe szumowe pole elektryczne i magnetyczne generowane w obszarze niskotemperatu-
rowej plazmy moze by¢é modyfikowane poprzez dobér takiego sktadu plazmy, aby szum byt skorelowany
z oscylacjami wodoru H w liniach atomowych, jak tez czgsteczkowych, jak np. w pasmach OH. Nadaje
to jakby ,zabarwienie” oscylacjom emitowanym przez lampe wytadowczg w postaci szumu szerokopa-
smowego. Podkres$lenia wymaga relatywnie wysoka gestos¢ widmowa energii w funkcji czestotliwosci,
co stwarza zgota unikalne warunki fizyczne, gdy przy niskiej amplitudzie oscylacji uktad moze kojarzy¢
znaczng ilo$¢ energii w postaci gestych prgzkéw lub szumu quasi-biatego, ktory praktycznie nie zmienia
amplitudy w pasmie pracy. Poziomy natezenia pola elektrycznego i magnetycznego badz pola elektro-
magnetycznego mierzone w strefie bliskiej roboczego zakresu czestotliwosci 100 Hz—50 MHz sg mniej-
sze niz dopuszczalne dla ludzi narazanych na ciggtg ekspozycje. Pozwala to na zastosowanie szeroko-
pasmowych zrédet szumow elektrycznego i magnetycznego w postaci urzadzen terapeutycznych takich
jak tozka czy fotele bez ograniczen w trybie definiowanym jako ,wellness”. Niekorzystanie ze $wiatta
emitowanego przez lampy wyfadowcze pozwala na to, ze osoby poddawane zabiegom mogg pozosta-
wac odziani w swoje wiasne ubrania. Konsekwentnie, przy obrobce cieczy, mogg one pozostawaé
w swoich oryginalnych pojemnikach dielektrycznych, nawet je$li $ciany naczyn sg nieprzezroczyste
badz optycznie nietransparentne. Mozliwo$¢ wspomnianego wyzej ,zabarwiania” widma pozwala korzy-
staé z szumowej lampy wzorcowej jako zrédta wzorcowego sygnatu elektrycznego wytwarzanego w ob-
wodzie tej lampy wzorcowej, a nastepnie wykorzystanie odpowiednich aplikatoréw do przetransferowa-
nia tego sygnatu jako fali elektrycznej, magnetycznej lub Swietinej. Stwarza to takze nowe dotad nie-
znane warunki stosowania elektrod do przenoszenia tych sygnatéw. W przypadku sygnatu przetworzo-
nego na fale Swieting istnieje mozliwo$é wykorzystywania skoheryzowanych zrédet Swiatta LED, a takze
laseréw potprzewodnikowych. Dla cze$ciowego koheryzowania zrédet Swiatta warto zadbac o taki dobér
dtugosci fal poszczeg6inych koloréw, aby pokrywaty sie one z dtugo$ciami fal np. serii Balmera atomu
wodoru, ewentualnie odpowiadaty czestotliwo$ciom pasm czgsteczek wodoru czy np. grupy hydroksy-
lowej OH. Poréwnanie lampy wytadowczej jako anteny elektrycznej i magnetycznej do anten elektrycz-
nych i magnetycznych wykonanych z metalowych przewodnikéw elektrycznych, prowadzi do wniosku,
ze plazma jako zrédto promieniowania moze mie¢ te zalete, ze w generacji pola bierze udziat caty prze-
kréj plazmy, podczas gdy w przewodnikach metalowych prad skupia sie wyfgcznie przy powierzchni
metalu i jego natezenie jest funkcjg czestotliwosci. Objetosciowy charakter pragdu w plazmie o nieduzej
konduktywnos$ci w petni przenikanej przez pole pozwala oczekiwaé znacznej szerokopasmowosci. Po-
nadto zr6znicowaniu ulega zakres impedanciji, ktéry w uktadach z przewodnikami zwykle zawiera sie
w zakresie od 50 Ohm az impedanciji wolnej przestrzeni 377 Ohm. W plazmie lampy wyftadowcze;j ta
impedancja moze przyktadowo siega¢ 100 kOhm, co stwarza unikalne mozliwosci uzyskiwania wyso-
kich sprawnosci szerokopasmowego wypromieniowania energii, nieosiggalnych dla anten metalowych.

Przedmioty wynalazkéw objasnione sg w przyktadach wykonania i uwidocznione na rysunku,
na ktérym fig. 1 przedstawia urzgdzenie do mikrostrukturyzacji cieczy z metalowg komorg plazmowa,
fig. 2 — urzadzenie do mikrostrukturyzacji cieczy z jedng lampa wytadowcza, fig. 3 — urzgdzenie do
mikrostrukturyzacji ptynéw ustrojowych z jedng lampg wytadowczg, fig. 4 — urzadzenie do mikrostruktu-
ryzacji ptynéw ustrojowych z piecioma lampami wytadowczymi, fig. 5 — urzadzenie do mikrostrukturyza-
Cji cieczy ze zrédtem szumu elektrycznego postaci szumowej diody Zenera, fig. 6 — urzagdzenie do mi-
krostrukturyzacji cieczy ze zrodiem szumu elektrycznego postaci szumowej lampy wzorcowe;,
fig. 6a — aplikator elektryczny z dwoma dipolami elektrycznymi, fig. 6b — aplikator magnetyczny z jedng
anteng magnetyczng, a fig. 6¢ — aplikator elektrodowy z dwiema elektrodami.

Przyktad 1

Sposdb mikrostrukturyzaciji cieczy, w tym ptynéw ustrojowych, polega na tym, ze obrabiang ciecz
poddaje ekspozycji na dziatanie szerokopasmowego pola elektrycznego i magnetycznego w strefie bli-
skiej generowanego przez szerokopasmowe zrédio szumow elektrycznego i magnetycznego podia-
czone, o czestotliwosciach w zakresie od 100 Hz do 50 MHz w postaci gesto upakowanych prgzkéw
o charterze zblizonym do szumu. Szerokopasmowe pole elektryczne i magnetyczne generuje sie w ob-
szarze niskotemperaturowej plazmy wytwarzanej w metalowej komorze plazmowej KO, przy czym pro-
mieniowanie ultrafioletowe, widzialne i podczerwone traktuje sie wytgcznie jako uboczny skutek dziafa-
nia plazmy. W metalowej komorze plazmowej KO umieszcza sie obrabiang ciecz zamknietg w szczel-
nych dielektrycznych zbiornikach cieczy B1, B2, ..., B10 w postaci wody wlanej do nietransparentnych
szklanych butelek, po czym poddaje ekspozycji na dziatanie szerokopasmowego pola elektrycznego
i magnetycznego. Ponadto gesto upakowane prazki o charakterze zblizonym do szumu wytwarza sie
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poprzez ptytkg modulacje czestotliwo$ciowg podstawowej czestotliwosci niskoczestotliwosciowego im-
pulsowego sygnatu zasilajgcego anode A i katode K metalowej komory plazmowej KO lub lampy wyta-
dowczej LA1.

Przyktad 2

Sposdb mikrostrukturyzacii cieczy, w tym ptynoéw ustrojowych, przebiega jak w przyktadzie pierw-
szym z tg réznicg, ze obrabiang ciecz zamyka sie w szczelnych dielektrycznych zbiornikach cieczy B1,
B2, ..., B10, przy czym obrabiang ciecz stanowi sél fizjologiczna umieszczona w przezroczystych, szkla-
nych butelkach.

Przyktad 3

Spos6b mikrostrukturyzacii cieczy, w tym ptynoéw ustrojowych, przebiega jak w przyktadzie pierw-
szym albo drugim z tg réznicg, ze szerokopasmowe pole elektryczne i magnetyczne generuje sie w ob-
szarze niskotemperaturowej plazmy wytwarzanej w jednej lampie wytadowczej LA1, ktorej Scianki
boczne wytwarza sie z materiatu dielektrycznego, przy czym promieniowanie ultrafioletowe, widzialne
i podczerwone traktuje sie wytgcznie jako uboczny skutek dziatania plazmy, a lampe wytadowczg LA1
umieszcza sie blisko obrabianej cieczy, ktérg poddaje sie ekspozycji na dziatanie szerokopasmowego
pola elektrycznego i magnetycznego. Scianki boczne lampy wytadowczej LA1 wytwarza sie z transpa-
rentnego materiatu dielektrycznego. Ponadto gesto upakowane prazki o charakterze zblizonym do
szumu wytwarza sie poprzez modulacje amplitudy oraz ptytkg modulacje czestotliwo$ciowg podstawo-
wej czestotliwosci niskoczestotliwosciowego impulsowego sygnatu zasilajgcego lampe wytadow-
czg LA1.

Przyktad 4

Sposéb mikrostrukturyzaciji cieczy, w tym ptynéw ustrojowych, przebiega jak w przyktadzie trze-
cim z tg réznicg, ze Scianki boczne lampy wytadowczej LA1 wytwarza sie z nietransparentnego mate-
riatu dielektrycznego.

Przyktad 5

Sposéb mikrostrukturyzaciji cieczy, w tym ptynéw ustrojowych, przebiega jak w przyktadzie trze-
cim z tg rdznicg, ze pomiedzy lampg wytadowczg LA1 i obrabiang cieczg umieszcza sie transparentny
ekran dielektryczny EK.

Przyktad 6

Sposéb mikrostrukturyzaciji cieczy, w tym ptyndéw ustrojowych, przebiega jak w przyktadzie trze-
cim z tg réznicg, ze lampe wytadowczg LA1 umieszcza sie blisko obrabianego ptynu ustrojowego orga-
nizmu zywego i poddaje sie go ekspozycji na dziatanie szerokopasmowego szumowego pola elektrycz-
nego i magnetycznego. Lampe wytadowczg LA1 wbudowuje sie w warstwe wierzchnig mebla terapeu-
tycznego w postaci stotu pokrytego transparentnym ekranem dielektrycznym EK. Ponadto modulatorem
amplitudy i czestotliwo$ci sygnatu zasilajgcego MOD reguluje sie i monitoruje amplitudy pola elektrycz-
nego i magnetycznego do poziomdw mieszczgcych sie ponizej dopuszczalnych norm dziennych eks-
pozycji na te pole elektromagnetyczne.

Przyktad 7

Sposdb mikrostrukturyzaciji cieczy, w tym ptynéw ustrojowych, przebiega jak w przyktadzie sz6-
stym z tg réznicg, ze obrabiany ptyn ustrojowy organizmu zywego poddaje sie ekspozycji na dziatanie
szerokopasmowego szumowego pola elektrycznego i magnetycznego, ktére wytwarza sie za pomocg
pieciu lamp wytadowczych LA1, LA2, ..., LA, ktére wbudowuje sie w warstwe wierzchnig fotela pokry-
tego nietransparentnym ekranem dielektrycznym EK, przepuszczajgcym fale elektromagnetyczne ra-
diowe i mikrofale, nieprzepuszczalnym dla $wiatta.

Przyktad 8

Sposdb mikrostrukturyzaciji cieczy, w tym ptynoéw ustrojowych, przebiega jak w przyktadzie pierw-
szym z tg réznicg, ze szerokopasmowe szumowe pole elektryczne generuje sie w obszarze ztgcza szu-
mowej diody Zenera ZD, z ktdrej szumowy sygnat elektryczny dodaje sie w sumatorze * do sygnatu
zrédto sktadowej statej DC, po czym zsumowany sygnat wzmacnia sie we wzmacniaczu mocy Wi zasila
sie nim aplikator AP elektryczny, ktérym wytwarza sie szerokopasmowe szumowe pole elektryczne.

Przyktad 9

Sposdb mikrostrukturyzacii cieczy, w tym ptynoéw ustrojowych, przebiega jak w przyktadzie pierw-
szym z tg réznicg, ze szerokopasmowe szumowego pole elektryczne i magnetyczne generuje sie w ob-
szarze niskotemperaturowej plazmy wytwarzanej w szumowej lampie wzorcowej LW z ktérej szumowy



6 PL 238 174 B1

sygnat elektryczny dodaje sie w sumatorze = do sygnatu zrédta sktadowej statej DC, po czym zsumo-
wany sygnat wzmacnia sie¢ we wzmacniaczu mocy W i zasila sie nim aplikator AP optyczny, ktérym
wytwarza sie szerokopasmowe szumowe pole optyczne.

Przyktad 10

Sposbéb mikrostrukturyzacji cieczy, w tym ptynéw ustrojowych, przebiega jak w przyktadzie
6smym albo dziewigtym z tg r6znica, ze zsumowanym sygnatem wzmocnionym we wzmacniaczu mocy
W i zasila sie aplikator AP magnetyczny, ktérym wytwarza sie szerokopasmowe szumowe pole magne-
tyczne.

Przyktad 11

Urzadzenie do mikrostrukturyzaciji cieczy, w tym ptyndéw ustrojowych ma szerokopasmowe zrédto
szuméw elektrycznego i/lub magnetycznego podigczone do zrédta pradu ZRI wyposazonego w modu-
lator amplitudy i czestotliwo$ci sygnatu zasilajgcego MOD. Szerokopasmowe zrédto szuméw elektrycz-
nego i magnetycznego stanowi metalowa komora plazmowa KO jest wyposazona w anode A i katode
K oraz potagczona ze zrédtem gazu. Komora plazmowa KO zasilana jest ze zrodta pradu ZRI zmodulo-
wanego amplitudowo oraz czestotliwo$ciowo modulatorem amplitudy i czestotliwos$ci sygnatu zasilaja-
cego MOD przy gtebokos$ci modulacji czestosci kgtowej Ao oraz prgdem tetnigcym I(t), przy czym cze-
stos¢ katowg przebiegu tetnien » wynosi 2r/To gdzie To jest okresem tetnien pradu. W komorze pla-
zmowej KO usytuowanych jest dziesieé dielektrycznych zbiornikéw z obrabiang cieczg wykonanych
z materiatu transparentnego, ktére sg butelkami B1, B2, ..., B10.

Przyktad 12

Urzadzenie do mikrostrukturyzacji cieczy, w tym ptynéw ustrojowych wykonane jak w przyktadzie
jedenastym z tg rdéznicg, ze szerokopasmowe zrodto szuméw elektrycznego i magnetycznego stanowi
lampa wytadowcza LA1 wyposazona w anode A i katode K, w poblizu ktérej usytuowana jest obrabiana
ciecz umieszczona dielektrycznym zbiorniku z obrabiang cieczg B1. Lampa wytadowcza LA1 zasilana
jest pradem i(t) ze zrédta pradu ZRI zmodulowanego amplitudowo oraz czestotliwo$ciowo modulatorem
amplitudy i czestotliwo$ci sygnatu zasilajgcego MOD przy gtebokosci modulacji czestosci kgtowej Aw.
Ponadto pomiedzy lampa wytadowczg LA1 i obrabiang cieczg umieszczony jest ekran dielektryczny EK
wykonany z materiatu nietransparentnego, przepuszczajgcego fale elektromagnetyczne radiowe i mi-
krofale, nieprzepuszczalnego dla Swiatta.

Przyktad 13

Urzadzenie do mikrostrukturyzacji cieczy, w tym ptynéw ustrojowych wykonane jak w przyktadzie
jedenastym albo dwunastym z tg rdznicg, ze obrabiang ciecz stanowig ptyny ustrojowe organizmu zy-
wego umieszczonego na nietransparentnym ekranie dielektrycznym EK, przy czym lampa wytadowcza
LA1 jest wbudowana w warstwe wierzchnig mebla terapeutycznego w postaci stotu pokrytego transpa-
rentnym ekranem dielektrycznym EK.

Przyktad 14

Urzadzenie do mikrostrukturyzacji cieczy, w tym ptynéw ustrojowych wykonane jak w przyktadzie
trzynastym z tg r6znica, ze ma pieé lamp wytadowczych LA1, LA2, ..., LA, ktére wbudowane sg warstwe
wierzchnig fotela pokrytego nietransparentnym ekranem dielektrycznym EK.

Przyktad 15

Urzadzenie do mikrostrukturyzacji cieczy, w tym ptynéw ustrojowych wykonane jak w przyktadzie
jedenastym z tg roznicg, ze szerokopasmowe zrédio szumu elektrycznego stanowi szumowa lampa
wzorcowa LW, ktora potgczona jest z pierwszym zaciskiem Z1 poprzez wzmacniacz mocy W. Pomiedzy
szumowg lampe wzorcowg LW i wzmacniaczem mocy W wigczone sg szeregowo kondensator C i su-
mator . Na Wyjsciu szerokopasmowego zrodta szumu elektrycznego sg zaciski pierwszy Z1 idrugi Z2,
z ktérymi potgczony jest aplikator AP optyczny w postaci dwéch skoheryzowanych zrédet Swiatta LED,
przy czym skoheryzowane zrédta Swiatta LED emitujg Swiatto zblizone do serii Balmera wodoru: linia
r6zowa 656.28 nm oraz niebieska 486.18 nm.

Przyktad 16

Urzadzenie do mikrostrukturyzacji cieczy, w tym ptynéw ustrojowych wykonane jak w przyktadzie
pietnastym z tg réznica, ze szerokopasmowe zrédto szumu elektrycznego stanowi apiikator AP elektro-
dowy, ktéry stanowi uktad dwoch elektrod EL1, EL2.

Przyktad 17

Urzadzenie do mikrostrukturyzacji cieczy, w tym ptynéw ustrojowych wykonane jak w przyktadzie
pietnastym z tg réznicg, ze szerokopasmowe zrédto szumu elektrycznego stanowi aplikator AP elek-
tryczny, ktéry stanowi uktad dwoch dipoli elektrycznych D1, D2, zasilanych napieciem szumow u(t).
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Przyktad 18

Urzgdzenie do mikrostrukturyzacji cieczy, w tym ptynéw ustrojowych wykonane jak w przyktadzie
pietnastym z tg r6znica, ze szerokopasmowe zrodito szumu elektrycznego stanowi szumowa dioda Ze-
nera ZD.

Przyktad 19

Urzgdzenie do mikrostrukturyzacji cieczy, w tym ptynéw ustrojowych wykonane jak w przyktadzie
jedenastym z tg réznica, ze szerokopasmowe zrédto szumu magnetycznego stanowi szumowa lampa
wzorcowa LW, ktéra potgczona jest z zaciskiem Z1, Z2 poprzez wzmacniacz mocy W. Pomiedzy szu-
mowa3 lampe wzorcowg LW i wzmacniacz mocy W wigczone sg szeregowo kondensator C i sumator Z.
Na wyjSciu szerokopasmowego zrodta szumu elektrycznego sg zaciski pierwszy Z1 i drugi Z2, z ktérymi
potagczony jest aplikator AP magnetyczny, ktéry stanowi jedna antena magnetyczna AM.

Przyktad 20

Urzadzenie do mikrostrukturyzacji cieczy, w tym ptynéw ustrojowych wykonane jak w przyktadzie
dziewietnastym z tg r6znicg, ze szerokopasmowe zrédto szumu elektrycznego stanowi szumowa dioda
Zenera ZD.

Lampy wytadowcze LA1, LA2, ..., LAS zastosowane jako szerokopasmowe zrodto szuméw elek-
trycznego i/lub magnetycznego generujg szumy skoheryzowane z gazem plazmowym domieszki. Je$li
jest to powietrze atmosferyczne, to domieszek jest wiele z parg wodng wigcznie. Szerokopasmowe
szumowe pole elektryczne i/lub magnetyczne wytwarzane w wytadowaniu staje sie szumem skohery-
zowanym. Dalsze wykorzystanie generowanego szerokopasmowego szumowego pola elektrycznego
i/lub magnetycznego, zwiekszenie jego mocy, czy powierzchni, z ktérej jest on emitowany moze wigzac
sie z powielaniem iloSci lamp wytadowczych LA1, LA2, ..., LA5. Ewentualne powielanie jednostkowej
mocy lamp wytadowczych LA1, LA2, ..., LA5, zwykle nie prowadzi do dobrych rezultatéw, gdyz dla
kazdej konstrukcji istnieje optimum mocy zapewniajgce optimum szuméw. Jednak posiadajgc jedng
szumowg lampe wzorcowg LW o zoptymalizowanej konstrukcji, mozna potraktowac jg jako pierwotne
szerokopasmowe zrédto szumow elektrycznego i/lub magnetycznego, ktérego sygnat mozna wzmac-
nia¢ w szerokopasmowych wzmacniaczach mocy W, a nastepnie wyemitowac do tego celu odpowied-
nich aplikatoréw promieniujgcych AP. Odpowiednio przetworzony sygnat szerokopasmowego Szumo-
wego pola elektrycznego i/lub magnetycznego moze by¢ wykorzystany do zmodulowania Swiatta sko-
heryzowanego pétprzewodnikowego zrédta $wiatta LED, ktére moze skutecznie oddziatywaé z cieczg
i ptynami ustrojowymi. Kontynuujgc te my$l dotyczgcg posrednich szerokopasmowych zrédet szumow
elektrycznego i/lub magnetycznego, mozna zaproponowaé komercyjny pétprzewodnikowy generator
szumu biatego koheryzowany na drodze modulacji sygnatem skoheryzowanym dajgcym w wyniku sko-
heryzowany szum. Uzycie $wiatta to nic innego jak zastosowanie alternatywnej drogi do przekazywania
koherentnej informacji szumowej do obrabianego obiektu OBJ.

Szumowa lampa wzorcowa LW z plazma jarzeniowg generujgca $wiatto oraz pole elektromagne-
tyczne w zakresie fal radiowych od fal dtugich do pasma UKF, przy odpowiednim doborze napiecia
zasilajgcego ze sktadowg statg ze zrédto sktadowej statej DC, moze generowac szum biaty czy quasi-
biaty w szerokim zakresie dtugosci fal.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposo6b mikrostrukturyzacji cieczy, w tym ptynoéw ustrojowych polegajgcy na napromieniowy-
waniu polem elektrycznym i/lub magnetycznym o czestotliwo$ciach w zakresie od 100 Hz do
50 MHz, znamienny tym, ze obrabiang ciecz poddaje sie ekspozycji na dziatanie szerokopa-
smowego szumowego pola elektrycznego i/lub magnetycznego wytwarzanego w strefie bli-
skiej w postaci gesto upakowanych prgzkéw o charakterze zblizonym do szumu przez szero-
kopasmowe zrédto szumow elektrycznego i/lub magnetycznego generowanego w obszarze
niskotemperaturowej plazmy, ktory jest modyfikowany poprzez dobér takiego sktadu i warun-
kéw wzbudzenia plazmy, aby wypadkowy szum korelowat sie z oscylacjami jonéw zawierajg-
cych wodér, czego wynikiem jest wzrost mocy generowanego szumu.

2. Sposo6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze szerokopasmowe szumowe pole elektryczne
i magnetyczne generuje sie w obszarze niskotemperaturowej plazmy wytwarzanej w metalo-
wej komorze plazmowej (KO), przy czym promieniowanie ultrafioletowe, widzialne i podczer-
wone traktuje sie wytgcznie jako uboczny skutek dziatania plazmy.
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Sposdb wedtug zastrz. 2, znamienny tym, ze w metalowej komorze plazmowej (KO) umiesz-
cza sie obrabiang ciecz zamknietg w szczelnych dielektrycznych zbiornikach cieczy (B1-B10)
i poddaje ekspozycji na dziatanie szerokopasmowego szumowego pola elektrycznego i ma-
gnetycznego.

Sposdb wedtug zastrz. 3, znamienny tym, ze obrabiang ciecz zamyka sie w nietransparent-
nych, szczelnych dielektrycznych zbiornikach cieczy (B1-B10).

Sposdb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze szerokopasmowe szumowe pole elektryczne
i magnetyczne generuje sie w obszarze niskotemperaturowej plazmy wytwarzanej w co naj-
mniej jednej lampie wyladowczej (LA1, LA2, ..., LAS5), ktérej Scianki boczne wytwarza sie
z materiatu dielektrycznego, przy czym promieniowane ultrafioletowe, widzialne i podczer-
wone traktuje sie wytgcznie jako uboczny skutek dziatania plazmy.

Sposdb wedtug zastrz. 5, znamienny tym, ze lampe wytadowczg (LA1, LA2, ..., LA5) umiesz-
cza sie blisko obrabianej cieczy, kt6rg poddaje sie ekspozyciji na dziatanie szerokopasmowego
szumowego pola elektrycznego i magnetycznego.

Sposéb wedtug zastrz. 6, znamienny tym, ze Scianki boczne lampy wytadowczej (LA1, LA2,
..., LA5) wytwarza sie z materiatu dielektrycznego.

Sposbb wedtug zastrz. 6, znamienny tym, ze Scianki boczne lampy wytadowczej (LA1, LA2,
..., LA5) wytwarza sie z nietransparentnego materiatu dielektrycznego.

Sposdb wedtug zastrz. 6, znamienny tym, ze pomiedzy co najmniej jedng lampe wytadowczg
(LA1, LA2, ..., LAS) i obrabiang cieczg umieszcza sie ekran dielektryczny (EK), korzystnie
nietransparentny ekran dielektryczny (EK).

Sposbb wedtug zastrz. 5, znamienny tym, ze co najmniej jedng lampe wytadowczg (LA1,
LAZ2, ..., LA5) umieszcza sie blisko obrabianego ptynu ustrojowego organizmu zywego i pod-
daje sie go ekspozycji na dziatanie szerokopasmowego szumowego pola elektrycznego i ma-
gnetycznego.

Sposdb wedtug zastrz. 10, znamienny tym, ze obrabiany ptyn ustrojowy organizmu zywego
eksponuje sie na dziatanie co najmniej jednej lampy wytadowczej (LA1, LA2, ..., LAS), ktérg
wbudowuje sie w warstwe wierzchnig mebli terapeutycznych, takich jak stoty, t6zka, fotele czy
tez ekrany, przy czym modulatorem amplitudy i czestotliwosci sygnatu zasilajgcego (MOD)
reguluje sie i monitoruje amplitudy pola elektrycznego i magnetycznego do poziomoéw miesz-
czacych sie ponizej dopuszczalnych norm dziennych ekspozycji na te pole elektromagne-
tyczne.

Sposdb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze gesto upakowane prazki o charakterze zblizo-
nym do szumu wytwarza sie poprzez ptytkg modulacje czestotliwosciowg podstawowej cze-
stotliwos$ci niskoczestotliwo$ciowego impulsowego sygnatu zasilajgcego anode (A) i katode
(K) metalowej komory plazmowej (KO) lub lampy wytadowczej (LA1, LAZ2, ..., LAS).

Sposdb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze szerokopasmowe szumowe pole elektryczne
generuje sie w obszarze ztgcza szumowej diody Zenera (ZD), z ktérej szumowy sygnat elek-
tryczny dodaje sie w sumatorze () do sygnatu zrddto sktadowej statej (DC), po czym zsumo-
wany sygnat wzmacnia sie we wzmacniaczu mocy (W) i zasila sie nim aplikator (AP), ktérym
wytwarza sie szerokopasmowe szumowe pole wybrane z grupy pole elektryczne, pole ma-
gnetyczne lub optyczne.

Sposdb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze szerokopasmowe szumowe pole elektryczne
i magnetyczne generuje sie w obszarze niskotemperaturowej plazmy wytwarzanej w szumo-
wej lampie wzorcowej (LW), z ktérej szumowy sygnat elektryczny dodaje sie w sumatorze (%)
do sygnatu zrédto skfadowej statej (DC), po czym zsumowany sygnat wzmacnia sie we
wzmacniaczu mocy (W) i zasila sie nim aplikator (AP), ktérym wytwarza sie szerokopasmowe
szumowe pole wybrane z grupy pole elektryczne, pole magnetyczne lub optyczne.
Urzgdzenie do mikro-strukturyzacji cieczy, w tym ptynéw ustrojowych, znamienne tym, ze ma
szerokopasmowe zrodto szumoéw elektrycznego i/lub magnetycznego podtgczone do zrédta
pradu (ZRI) wyposazonego w modulator amplitudy i czestotliwosci sygnatu zasilajgcego
(MOD).

Urzadzenie wedtug zastrz. 15, znamienne tym, ze szerokopasmowe zrédto szuméw elek-
trycznego i magnetycznego stanowi metalowa komora plazmowa (KO) wyposazona w anode
(A) i katode (K) oraz potgczona ze zrédtem gazu, w ktérej usytuowane jest co najmniej jeden
dielektryczny zbiornik z obrabiang cieczg, korzystnie butelka (B1, B2, ..., B10).
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Urzadzenie wedtug zastrz. 16, znamienne tym, ze dielektryczny zbiornik z obrabiang cieczag
wykonany z materiatu nietransparentnego.

Urzadzenie wedtug zastrz. 15, znamienne tym, ze szerokopasmowe zrodto szuméw elek-
trycznego i magnetycznego stanowi co najmniej jedna lampa wytadowcza (LA1, LA2, ..., LA5)
wyposazona w anode (A) i katode (K), w poblizu ktérej usytuowana jest obrabiana ciecz.
Urzadzenie wedtug zastrz. 18, znamienne tym, ze pomiedzy lampg wytadowczg (LA1, LA2,
..., LA5) i obrabiang cieczg umieszczony jest ekran dielektryczny (EK), korzystnie nietranspa-
rentny.

Urzadzenie wedtug zastrz. 18, znamienne tym, ze obrabiana ciecz usytuowana jest w co
najmniej jednym dielektrycznym zbiorniku z obrabiang cieczg, korzystnie w butelce (B1,
B2, ..., B10).

Urzadzenie wedtug zastrz. 20, znamienne tym, ze dielektryczny zbiornik z obrabiang cieczg
wykonany jest z materiatu nietransparentnego.

Urzadzenie wedtug zastrz. 15, znamienne tym, ze szerokopasmowe zrédto szumu magne-
tycznego stanowi szumowa lampa wzorcowa (LW), ktéra potgczona jest z zaciskiem (Z1, Z2)
poprzez wzmacniacz mocy (W), korzystnie pomiedzy szumowg lampe wzorcowg (LW)
i wzmacniaczem mocy (W) wigczone sg szeregowo kondensator (C) i sumator (X), przy czym
wyj$cie szerokopasmowego zrédta szumu elektrycznego potgczone jest z aplikatorem (AP)
wybranym z grupy aplikator elektrodowy, aplikator optyczny i aplikator elektryczny.
Urzadzenie wedtug zastrz. 22, znamienne tym, ze szumowg lampe wzorcowg (LW) stanowi
szumowa dioda Zenera (ZD).

Urzadzenie wedtug zastrz. 22, znamienne tym, ze aplikator optyczny stanowi co najmniej
jedno skoheryzowane zrodio $wiatta (LED), korzystnie matryca LED.

Urzadzenie wedtug zastrz. 22, znamienne tym, ze aplikator elektrodowy stanowi uktad co
najmniej dwoch elektrod (EL1, EL2).

Urzadzenie wedtug zastrz. 21, znamienne tym, ze aplikator elektryczny stanowi co najmniej
jeden dipol elektryczny (D1, D2), korzystnie matryca dipoli.

Urzadzenie wedtug zastrz. 15, znamienne tym, ze szerokopasmowa zrédto szumu magne-
tycznego stanowi szumowa lampa wzorcowa (LW), ktéra potgczona jest z zaciskiem (Z1, Z2)
poprzez wzmacniacz mocy (W), korzystnie pomiedzy szumowg lampe wzorcowg (LW)
i wzmacniacz mocy (W) witgczone sg szeregowo kondensator (C) i sumator (), przy czym
wyjécie szerokopasmowego zrédta szumu elektrycznego potgczone jest z aplikatorem (AP)
magnetycznym, ktéry stanowi co najmniej jedna antena magnetyczna (AM), korzystnie ma-
tryca anten magnetycznych.

Urzadzenie wedtug zastrz. 27, znamienne tym, ze szumowg lampe wzorcowg (LW) stanowi
szumowa dioda Zenera (ZD).
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